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1,3 – ступінчастий, 2 – звичайний эмітер.
(адаптовано з [6])

Результати імітаційного моделювання

спейсер
n+ GaAs

«резервуар»
i-GaAs

EФ

віртуальний
резервуар

емітерна квантова яма
основна

потенціальна яма

a(Ez)

i-AlAs i-GaAs ...

...

d Ez

40 45 50 55

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

z, нм

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

010

 

E , еВz

-510

E , еВz Tincoh

Tcoh

TS

T(E )z

2

1

U(E )z

ЕКЯ

Модель

[6]         
        

  

Suzuki S. Fundamental oscillation of resonant tunneling diodes above 1 
Thz at room temperature / S. Suzuki, M. Asada, M.T eranishet.al. // Appl. Phys. 
Lett. – 2010. –Vol.97. P. 242102-1–3.

g(
E

) z

40 45 50 55
-0.2

-0.1

0

0.1

0.2

0.3

E , еВz

z, еВ

2
1

40 45 50 55
-0.2

-0.1

0.1

0.2

0.3

0

E , еВz

z, еВ

1 2

ділянка 
«плато»:

рівень в ЕКЯ 
співпадає
з рівнем в 

ОКЯ

основний пік:
рівень в ОКЯ співпадає з 
рівнем Фермі в резервуарі

«долина»:
рівень в ОКЯ опустився 
нижче рівня в ЕКЯ

а

а

а

а

а

а

1 - рівень в ЕКЯ
2 - рівень в ОКЯ

бВАХ РТД:
1 - без врахування ЕКЯ
2 - з урахуванням ЕКЯ

Експеримент


